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| KOLOKVIJUM

1.[50] Za kolo sa slike je poznatd,, I, I, i R. Odrediti parametre Tevenenovog generatora za

kolo izmeiu tataka A i B. Tom prilikom, napon Tevenenovog generatora otiredimenom principa
superpozicije

2.Za kolo sa slike:

a) [15] Napisati jedn&ne po metodi potencijala ,l‘%
évorova.
b) [6] Ukoliko je poznatdR, = 1Q, R, = 3Q, Rs = 2Q, MR?‘» «/Rv5» c
Ry =8Q, R = 2Q, Rg = 8Q, Ugy = 4V, Ugp = -8V, |1l
Ugz = 2V, Ig1 = BA, Ig2 = 3A, Igz = 3A, izraunati Ry le .
potencijale svitévorova u kolu. Ry 8 Us,() o~ ()Y
c) [8] Odrediti otpornostiR, i R, za vrednosti date u .\ (N R D T'
tacki b) tako da vaZzUpc=-11V i Uga=-9V. Ue, Gr s
d) [9] Odrediti izraze za strujé; I i I3 za referentne R, R
smerove ozngne na slici. A

e) [3] Izracunati algebarske vrednosti strujal> i I3 (koristiti vrednosti date u tackama b) i c)).
f) [9] Odrediti shagu koja se disipira na otpornil4i snagu koju predaje idealni strujni generadtgr
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3.U kolu sa slike poznati su slaileparametri: ug(t) =2Vcos@t+45°), ig(t)=v2Asin(wt), R=1Q,
L=0.2mH,C=0.2mF iw = 5krs—ad. Potrebno je odrediti:

a) [20] kompleksne vrednosti struja za referentne sweeroznaene na slici, iskljtivo primenom
metode superpozicije

: i R C Z
b) [10] impedansuZx tako da algebarska vrednost — AN | —
napona na idealnom strujnom generatoru iznosi
u; . (t) =2VcosEt+45°); + izl R v Us

c) [5] vrednosti  komponenti  koje  realizujuy, <> L § gR (T) ig
impedansu izrunatu u taki b); L i

d) [15] algebarske vrednosti struja, oZeaih na c 1 +
slici, u vremenskom domenu.
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4.Na slici je prikazan viSestepeni p&pae.

Ukoliko nijedan operacioni pajava: ne odlazi u
zastenje odrediti: aRr,
a) [20] jednosmerno padjanje; ve| 4R
b) [20] naizmenino poj&anje;
c) [10] v(t) ako jevs(t)=4mV-8mVcospt). 4R,
MV
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5. Na slici je prikazan pofava sa MOS tranzistorom u konfiguraciji sa zajeé#tihin sorsom. Poznato je:
Vpp=10 V,Rs1=1.8 K2, R9=200Q, Ry=2 kQ, Rs=20 kQ, Cg—0, Cs—x, k,=4 mA/N?, V=—1 V.

a) [20] Izr&unati struju drejna MOS tranzistoiu mirnoj radnoj teki.

b) [30] Nacrtati ekvivalentnu Semu pogvata za male signale, izvesti izraze za naponskocanje,
ulaznu otpornost i izlaznu otpornost i izwaati vrednosti ovih parametara pgaaa.

VDD ]
Cs—— Ry,

6. Na slici je prikazan diferencijalni p@ava sa bipolarnim tranzistorima. Poznati parametriaksi:
VCC=5 V, VT:25 mV,,B—>OO, VBE:O-7 V,VCE5=0.2 V, RB]_=RBQ=1O IQ, RC:]. kQ, CG—>OO.

a) [25] Odrediti otpornosR, tako da struje kolektora tranzistora iTT, u mirnoj radnoj té&ki iznose
lci=1co=1.25 mA.

b) [25] Izvesti izraz i izréunati vrednost diferencijalnog pégnja pojdavata Ag=Vi/Vy (Vo=Vg1-Vi2)-

Y

Studenti mogu izabrati jednu od sledéih opcija za polaganje: integralni ispit (radi se &), samo prvi kolokvijum (radi
se 1.5h), samo drugi kolokvijum (radi se 1.5h) ilkamo treti kolokvijum (radi se 1.5h).
Na koricama vezbanke jasno naznéti koja opcija za polaganje je izabrana.



